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【57】發明摘要：

本發明提供用於估計一基板上製造之一特徵之至少一個所關注參數的方法及設備，該特

徵包含複數個結構參數，該等結構參數包含該至少一個所關注參數及一或多個有礙參數。一

接收器接收自該基板上之一或多個經量測特徵散射之輻射；一光瞳產生器產生該接收到的輻

射之一未經處理光瞳表示；一矩陣乘法器使變換矩陣乘以該未經處理光瞳表示之像素中之每

一者之強度以判定該等有礙參數之影響經緩解或移除之一經後處理光瞳表示；以及一參數估

計器基於該經後處理光瞳表示估計該至少一個所關注參數。
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符號簡單說明：
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